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기술의 개요

▸태양광-블라인드 UV-C 광센서 및 이의 제조 방법
  - 빠른 반응속도를 가지는 태양광 무반응성 UVC 광센서에 관한 것으로, 특히 30nm 이하의 

매우 얇은 두께를 가지는 Ga2O3 산화물을 이용하여 센싱 파트를 구현
  - 초박막을 이용하면서 간단한 구조 그리고 비정질 산화물로도 rise time이 1 microsecond 이하로 

빠른 광반응성을 보이는 고속 광센서를 250도 이하에서 제작이 가능하여 유연한 소자로 활용
  - 현재 자외선은 수질 관리 등을 위한 살균 작용에 많이 활용되고 있으며 UVC 영역의 짧은 

파장대역을 이용하여 군사 통신 및 레이더, 생화학 무기 감지 등의 군사 분야, 오존 및 미
세먼지 검출 등의 환경 분야에서도 활용

  - 주변 환경의 영향을 받지 않고 UVC를 안정적으로 검출하기 위해서는 가시광 영역은 흡수
하지 않고 오직 UVC만 검출하는 solar-blind UVC 센서 필요



  - 본 연구진은 amorphous GaOx 박막을 이용한 flexible DUV 센서 기술 보유
  - 원자층 증착 공정 (atomic layerdeposition, ALD)으로 250도 이하의 저온에서 flexible 소자 

제작 가능
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경쟁기술 대비 
특장점

  
  - Solar-blind UVC 센서를 고속으로 구동하게 되면 범죄 현장의 지문 인식, 생화학 무기 감

지 등을 위한 이미징 소자 등으로 활용

  - 266 nm 파장의 UVC 센싱의 경우 rise time (최대전류의 10%에서부터 90%에 도달하는 시
간)이 540 ns (nanoseconds)까지 가능. 기존에는 1 us 이하가 보고된 적이 없음. (좌) 사파
이어 기판, (우) 쿼츠 기판

  - 사파이어 기판에 증착한 10 nm 두께의 α-phase Ga2O3로 540 ns의 rise time을 확인하였
고, 쿼츠 기판에 증착한 비정질 Ga2O3의 경우 1 us 정도의 rise time을 확인함

  - 또한 가시광 및 UVA, UVB를 흡수하지 않고 UVC 영역만 흡수하는 우수한 파장 선택성을 보여줌


